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Symbol: A A1 B C C1 D E F L1 L2 L3 L4 a b e
Min: 4.45 1.22 10 845 | 610 | 032 | 424 824 | 1545 | 1765 | 3.00 | 264 0.76 1.70 2.67
Max: 4.62 1.32 104 | 895 | 660 | 042 | 470 870 | 1625 | 1825 | 3.85 | 284 1.02 BSC TYP

http://www.hgsemi.com.cn 719 2014 AUG



http://www.hgsemi.com.cn/

[ HGSEMi

HuaGuan Semiconductor

TDA2030A

BITHse

=} (EZOSES DR
2014-8-13 ELT 1-9
2023-9-14 B, FISIHIRERE. i TO-220B RY. IEIMRIRSEHITRE 1. 4.7
http://www.hgsemi.com.cn 8/9 2014 AUG



http://www.hgsemi.com.cn/

.®
HGSmEIdV” TDA2030A

EEF:

LB SRRERE BN E NPT miiksS. SPETERMRBRRRIEXES, AR IXEEERERMETEN, LBESHXY
BN L SIS BN CIES R RS =N

B E AR ST R T RGN SIS B R DT RetnEF S RIZ 218, SERTAEIUTEEET: SRSz
BENEBHESATm, Rit. BIEFFXEONR; BREONAFHEEMTEUR T UEMTS, ZRRFEMENR. LBREEXNRTESE
ABhESMrFRKBIRAIARE,

LB SR RBAIKGERIT. B, MEMARSWINAZIF, SRS TR REX LN REAIIER, EERDBHZ
Fr RSB EBPFER—NERAISRE. IRKRERSGBTRIE, SEEHFSHTXR, ERIAEUSINGEEEEF SAERKEMIBES
=

LB HSARPTEFHSEF RIERRMERARTI T RIEHIE (BEMER) . WItRR (BFESFRit) | LAsEMRIFEN. WETA.
ZEEEMEMER, MRULRKERIEE ML EHIRRSERIER, WTAEMREERARNERRRT B+ SANRERIDCTER,
PRI S T ERN,

TR SRRIREER, BENENAERERRA TR AR ER TR MR A, SRR E RS+ SEIMR e @S =750
IRFY, PEMRXERRETEMERNSER, SN ERERERFRIFERTYEEESAREAERBERNETURE. IRE. A, REM
255, ERFSEIILA RS,

http://www.hgsemi.com.cn 9/9 2014 AUG


http://www.hgsemi.com.cn/

	18W hi-fi 音频功率放大器
	特性：

	产品订购信息
	典型应用图：

	引脚分布图
	极限参数范围
	电参数
	修订历史
	重要声明：
	华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
	华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或
	华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导



